
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА 

 

Направление “Физика на твърдото тяло” 
Научните изследвания в областта на физиката на твърдото тяло са насочени към 

изследване на микро и нано многослойни структури за съвременната микро- и 
оптоелектроника. Основно поле на изследванията са дефектите, получени при 
технологични процеси като окисление и йонна имплантация. 

Изучават се тънки и свръхтънки слоеве от силициев оксид и SiOxNy. Оксидните 
слоеве са получени чрез термично окисление на плазмено хидрогениран силиций. 
Слоевете SiOxNy са формирани чрез йонна имплантация на азот в Si при различна 
енергия и поток на имплантираните йони. За изследването на структурите Si/оксид се 
използват електрични, оптични и структурни методи, като мултичестотни C-V и G-V 
характеристики, I-V характеристики, многоъглова спектрална елипсометрия и атомно-
силова микроскопия. Дефектите на повърхността и в обема на оксидните слоеве се 
характеризират чрез тяхната концентрация и разпределение в обема на оксида. 

Нелинейните оптични свойства на тънки аморфни филми a-Si:H и халкогенидни 
слоеве от семейството GeSbS се изучават чрез генерация на втора хармонична (SHG). 
От ъгловата зависимост на SHG се получават резултати за характерните особености и 
наноразмерни структурни нехомогенности. 
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